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【はじめに】SiC を用いた MOSFET は次世代パワーデバイスとして期待されているが、SiC/SiO2

界面近傍のトラップ電荷密度が高く、チャネル移動度低下といった性能低下の問題を抱えている。

界面近傍のトラップ電荷密度が高い理由の一つに、SiC/SiO2 界面近傍の余剰炭素が指摘されてお

り[1]、最近、そのような存在について観測されている[1]、[2]。本研究では、電子エネルギー損失

分光法（EELS）により、SiO2/SiC界面近傍の余剰炭素の検出、評価を試みた。 

【実験および結果】4H-SiC 基板の（0001）Si面、（000-1）C 面のエピ層を O2ドライ酸化し、それ

ぞれ 50nmの酸化膜を形成した。収束イオンビーム（FIB）加工により、Si面、C面の SiO2/SiC界

面近傍の断面透過電子顕微鏡（TEM）試料を作製、SiCから SiO2へ SiC/SiO2界面を横切るように

分析点をサンプリングし、各分析点の電子エネルギー損失微細構造（ELNES）スペクトルを抽出

した。Fig. 1に C面 SiCの SiCと SiO2/SiC界面における炭素（C-K損失端）の ELNESスペクトル

を示す。SiC 中の炭素結合はσ結合のみであるため、炭素の K殻（1s）電子がσ*軌道へ励起され

て見えるσ*ピークのみが見られた。これに対し SiC/SiO2界面では、π*軌道への遷移ピーク（π*

ピーク）が見られた。これは界面にグラファイトのようなπ結合をもつ炭素が存在することを示

している。各分析点における ELNES スペクトルからπ*ピーク成分を分離、エネルギーで積分し

た値をπ*結合成分の強度とし、SiC/SiO2界面近傍での空間分布を調べた結果を Fig.2 に示す。π

結合をもつ炭素原子が SiC/SiO2 界面近傍に集中していることが分かった。当日は、Si 面での

SiO2/SiC界面近傍のπ*結合 Cの分布も報告し、Si面と C 面の相違について考察する。 
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Fig. 1．The C-K edge ELNES spectra of SiC 

region and SiO2/SiC interface region for 

(000-1)C-face SiC 

Fig. 2．The π*-C intensity profile with Si, O and 

C intensity profile by EDX near the SiO2/SiC 

interface for (000-1)C-face SiC 
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